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Introducao

Materiais carbono ceramico com Oxidos mistos
como o SiO/TiO/C-grafite’, Si0./SnO,/C-grafite® e
Si0,/ZrO,/C-grafite®, onde o grafite encontra-se
disperso, apresentaram boa condutividade.

Por outro lado filmes de 6xido de nidbio sobre a
superficie de silica, além de apresentar uma
elevada estabilidade térmica, possibilitou a
imobilizagdo de espécies eletroativas como as
protoporfirinas, o0s quais foram usados com
eficiéncia na construgao de sensores
eletroquimicos.

Nesse trabalho é apresentado a formagdo, a
caracterizagdo e as propriedades de um filme de
Nb,Os depositado sobre a superficie de um
compésito carbono cerdmico SiO,/C-grafite.

Resultados e Discussao

Primeiramente foi preparado o compésito SiO,/C-
grafite, onde a matriz de silica contém particulas C-
grafite finamente dispersas. A sintese foi realizada
pelo método sol-gel, usando como precursor o
tetraetilortosilicato ao qual foi adicionado C-grafite.

Esse compdsito com &rea superficial Sger= 267
m?g”, possui uma estrutura microporosa, e a partir
dele foi preparado um disco, submetendo-se o p6 a
uma pressdo da ordem de 4 ton. Nesse disco foi
formado o filme de Nb,Os pela adigdo de NbCls
dissolvido em etanol.

Imagens de MEV e mapeamento por EDS
mostraram que tanto o grafite como o niébio
encontram-se dispersos no nivel micrométrico,
sendo que relagao atdbmica de Nb/Si foi de 0,03.

Com respeito a condutividade, o SiO./C-grafite
apresentou 24 ohm apds a deposicao do filme de
Nb,Os a condutividade foi reduzida para 15 ohm.

A Figura 1 apresenta imagens de for¢a atdbmica a
5 V. O SiO,/C-grafite tem uma estrutura rugosa com
defeitos, apds a formagao do filme os defeitos foram
preenchidos mostrando-se mais uniforme.
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Figura 1. Imagens de EFM do compésito SiO,/C-
grafite(a) e apods a formagao do filme de Nb,Os(b)

Uma propriedade interessante do SiO,/C-
grafite/Nb,Os €& capacidade de eletrocatalisar a
oxidacao do acido ascérbico (AA), como é mostrada
na Figura 2. O SiO,/C-grafite/Nb,Os consegue
reduzir o sobrepotencial da oxidagdo do AA em
0,18V. Esse fato pode ser atribuido a capacidade
semicondutora do 6xido de nidbio.
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Figura 2. Voltamograma de pulso diferencial obtido
em KCI 1,0 mol L', na presenca de 1,0 mmol L
de AA.

Conclusoes

Foi obtido um compdésito SiO,/C-grafite poroso,
com boa condutividade onde o grafite encontra-se
altamente disperso. O filme de Nb,Os depositado na
superficie do compésito apresentou capacidade de
eletrocatalisar o AA.
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